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В работах одного из авторов (*~3) было установлено, что граничные 
слои, приготовленные на поверхности монокристаллов, могут обладать 
информационными свойствами, т. е. считывать, передавать и во многих 
случаях запоминать (после их отделения) соответствующую структурную 
информацию, «записанную» на поверхности реальных кристаллов. Ин­
формационная структура реальных монокристаллов представляет собой 
в первую очередь совокупность закономерных отклонений от «идеальной» 
структуры, причем эти отклонения, будучи, как правило, электрически 
активными, отражают строение й свойства матрицы — идеальных кри­
сталлов. Важнейшими элементами информационной структуры кристал­
лов являются точечные дефекты и линейные поляризационные мостики, 
возникающие между противоположно заряженными точечными дефекта­
ми. Под влиянием электрически активной информационной структуры 
поверхности кристаллов в граничных слоях создаются локальные инфор­
мационные микроструктуры. Было установлено, что «монокристальная» 
информация может передаваться как через дифракционно аморфные, так 
и через поликристаллические граничные слои. В результате нанесения 
аморфных или поликристаллических граничных слоев фактически воз­
никают новые «монокристальные» поверхности, информационные свой­
ства которых зависят от материала, структуры и толщины граничных 
слоев.

В данной работе граничные слои, обладающие монокристальными 
информационными свойствами, были использованы в качестве активной 
поверхности при выращивании монокристаллов. Идея нового метода вы­
ращивания монокристаллов состоит в том, что монокристальные затравки 
покрываются различными граничными слоями, которые существенно из­
меняют информационные свойства «обычных» затравок.

Примером эффективности нового метода может служить кристалли­
зация гидросодалита в гидротермальных условиях. Выбор именно этого 
процесса кристаллизации был обусловлен тем, что, как правило, отсут­
ствуют затравки гидросодалита хорошего качества, что существенно за­
трудняет кристаллизацию. Для выращивания монокристаллов гидросода- 
лпта ранее использовались затравки из природных кристаллов, совершен­
но непрозрачные благодаря присутствию большого количества трещин. 
В результате селекции — проведения большого числа циклов выращи­
вания — удалось получить довольно прозрачные монокристаллы, которые, 
однако, все еще содержали достаточно много трещин, так что не пред­
ставляли собой затравки хорошего качества.

Для выращивания монокристаллов по новому методу в качестве за­
травок были использованы различные, и во многих случаях весьма де­
фектные, образцы гидросодалита Na8[AleSieO24] (ОН)2-2Н2О, причем не 
требовалось проведения опытов по селекции кристаллов. Пластинки гид-
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росодалита толщиной 1—2 мм вырезались параллельно граням (110),. 
(100) и (111) соответственно. Полированные поверхности затравок перед, 
нанесением граничных слоев очищались либо органическими раствори­
телями, либо бомбардировкой электронами или ионами в тлеющем раз­
ряде. Граничные слои приготовлялись из различных материалов. В боль­
шинстве экспериментов граничными слоями являлись поликристалличе- 
ские слои золота и серебра (рис. 1), информационность которых была 
изучена ранее (4, 5) и которые вполне устойчивы к воздействию химиче­
ски достаточно агрессивных кристаллизационных сред. Слои приготовля­
лись методом термического испарения, их толщина составляла от 200 до- 
4000 А.

Рис. 3. Пластинки монокристал­
лов гидросодалита, вырезанные 
параллельно направлению роста 
[111]. а - дефекты затравки, по­
крытой граничным слоем из по- 
ликристаллического золота тол­
щиной 1000 А, не наследуются, 
наросшим монокристальным сло­
ем. б — дефекты затравки без 
граничного слоя переходят в на­

росший монокристальный слой

Кристаллы гидросодалита выращивались в аппаратуре и по методике, 
описанной в (6). В автоклавы, кроме затравок, покрытых граничными 
слоями, помещались для сравнения вырезанные из тех же кристаллов 
контрольные затравки без граничных слоев.

В результате опытов было установлено, что монокристаллы гидросо­
далита вырастали на внешней стороне поликристаллических граничных 
слоев серебра и золота (рис. 2). Кроме самого факта роста монокристал­
лов через поликристаллические граничные слои следует отметить, что 
выращенные по новому методу монокристаллы гидросодалита характери­
зуются существенно большим совершенством структуры, чем выращен­
ные на обычных затравках, в частности содержат гораздо меньше дис­
локаций и микро- и макротрещин. Срезы, сделанные перпендикулярно- 
плоскости затравок, показали, что трещины и другие дефекты, содержа­
щиеся в затравках, не переходят через граничные слои в наросшие моно­
кристаллы (рис. За). Напротив, при выращивании на затравках без­
граничных слоев трещины и другие дефекты, как правило, наследуются 
наросшими монокристаллами (рис. 36).

Следует подчеркнуть, что монокристаллы гидросодалита, выращенные 
через граничные слои, чрезвычайно легко отделяются от затравок, т. е. 
отсутствует какое-либо сцепление наросшего монокристалла с поверх­
ностью граничного слоя (рис. 4). Это показывает, что кристаллизация 
может происходить без химического взаимодействия осаждающихся из 
раствора молекул или их комплексов с поверхностью затравок.

Были установлены значения предельной толщины поликристалличе­
ских металлических граничных слоев, при которых в данных условиях 
гидротермального синтеза эти слои сохраняли информационные свойства, 
обеспечивающие рост монокристаллов гидросодалита. Для кристаллогра­
фических направлений [100] и [111] граничные слои золота обладают 
информационными свойствами вплоть до 2500 А, а для направления 
[110] — до 2000 А; для граничных слоев из серебра предельная толщина 
составляет 2000 А для направления [100] и [111] и 1500 А для направле-
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Рис. 1. Электронограмма на отражение от пленки зо­
лота толщиной 1000 А, полученной методом термиче­
ского испарения, показывающая поликристаллич­

ность граничного слоя

Рис. 2. Монокристалл гидросодалита, выращенный на затравке, по­
крытой граничным слоем из поликристаллического серебра толщиной 

800 А. 4Х
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ния [110]. При толщине граничных слоев золота порядка 3000 А и тол­
щине слоев серебра порядка 2500 А рост монокристаллов гидросодалита 
■уже не имеет места и на внешней стороне граничных слоев возникает 
большое количество неориентированных паразитных кристаллов гидро­
содалита.

Таким образом, нами создан новый метод выращивания монокристал­
лов, основанный на использовании монокристальных затравок, на кото­
рые нанесены информационные граничные слои. Разработанный метод 
■обеспечивает получение более совершенных монокристаллов по сравне­
нию с теми, которые вырастают на «обычных» затравках. Кроме того, 
метод позволяет значительно сократить количество циклов селекции и 

Рис. 4. Пластинка монокристалла гидросодалита, вырезанная из кри­
сталла, выращенного на затравке, покрытой граничным слоем из по- 
ликристаллического золота (а). Затравка свободно отделяется от на­

росшего монокристалла (б)

тем самым уменьшить время, необходимое для выращивания монокри­
сталлов с определенными физическими и физико-химическими свойствами.

Механизм действия граничных слоев, обусловливающий возможность 
выращивания более совершенных монокристаллов, можно объяснить сле­
дующим образом. В граничных слоях под влиянием различных электри­
чески активных элементов поверхности кристаллов-подложек создается 
совокупность различных локальных информационных поляризационных 
микроструктур. В случае использования металлических граничных слоев 
поляризационные микроструктуры представляют собой диэлектрические 
и (или) полупроводниковые соединения (4,5). В зависимости от материала, 
структуры, толщины и условий приготовления граничных слоев в них 
создаются определенные информационные микроструктуры с различными 
сферами дальнодействия, отражающие различные электрически активные 
элементы поверхности затравок, т. е. граничные слои как бы отфильтровы­
вают структурные дефекты, имеющиеся на поверхности исходных монокри­
стальных затравок. В результате многие дефекты не переходят из затравок 
в растущие монокристаллы, что, в частности, и обеспечивает высокое со­
вершенство выращиваемых по новому методу монокристаллов.

Из проведенных экспериментов — рост на поликристаллической, но по 
информационным свойствам «монокристальной» активной поверхности, 
отсутствие химического контакта между наросшим монокристаллом и по­
верхностью затравки — следует, как нам кажется, принципиальный вывод, 
что теории кристаллизации, основанные на идеальной структуре кристал­
лов-затравок или на их микрогеометрии (включая дислокационный ме­
ханизм роста), можно применять только к сугубо частным случаям кри­
сталлизации. В общем случае рост монокристаллов осуществляется на эле­
ментах информационной структуры монокристальных затравок (или гра­
ничных слоев).
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Новый метод, основанный на использовании информационных гранич­
ных слоев, естественно может быть реализован в самых различных спосо­
бах выращивания монокристаллов, когда применяются монокристальные 
затравки.
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